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马骁宇 

   马晓宇，男，研究员，博士生导师。  

   现任光电子器件国家工程研究中心主任。1963年出

生，1984年和1987年在吉林大学电子工程系获理学学士和

理学硕士学位。1987年至今就职于中国科学院半导体研究

所，历任助理研究员、副研究员、研究员。  

   取得的主要学术成绩及所获奖励：  

   在III-V族的光电子器件的MOCVD外延生长研究和器件工程化中取得了突出

的成绩和贡献，在国内率先研制成功实用化1.3mm半导体量子阱激光器，DVD

用650nm半导体激光器。在808nm、941nm、980nm、1450nm等波长大功率

半导体激光器（列阵）及其组件方面的研究方面达到了从设计、工艺到检验的全

部国产化，具有独立自主的知识产权，发展了一系列自主技术及申请了相关专

利。课题组实验室具有大功率半导体激光器（列阵）及其组件的从材料外延生

长、工艺加工、封装耦合到特性检验完整的一条生产线，实现了大功率半导体激

光器（列阵）及组件的研制生产一体化，所研制的系列产品性能指标属国内领先

水平，其中准连续器件将近目前国际产品水平，适应了我国固体激光器对泵浦光

源的需求，在嫦娥一号探月工程等国家重点应用工程和项目中获得了广泛应用，

具有较高的市场占用率；其研究成果获国家科技进步二等奖、三等奖，中国科学

院科技进步一等奖，二等奖等多项奖励。  

   研究领域及方向：  

   大功率半导体激光器（列阵）及其组件、光纤激光器、固体激光器、存储用

激光器等。 

      联系方式： 

      E-mail：maxy@semi.ac.cn； 电话：010-82304182  

   完成/在研主要项目：  

   1.探月工程项目：“CE-1月球探测器有效载荷激光高度计用激光二极管叠层

列阵”2003.12～2005.12  

   2.863重点项目"全固体激光器及其应用技术---5KW全固态激光器的子课
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题： "高功率、高效率、长寿命半导体激光泵浦模块研究"（2006－2009）；  

   3.国家特殊应用项目等多项。  
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      1956年，在我国十二年科学技术发展远景规划中，
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半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之

一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地，国家

于1960年9月6日在北京成立中国科学院半导体研究所开

启了中国半导体科学技术的发展之路。 
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